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【目的】不揮発性半導体メモリのメモリセル構造として、電荷捕獲膜にシリコン窒化膜を用いる

電荷トラップ型が注目されている。このメモリ特性を向上させるためには、窒化膜の電気特性及

び膜中の点欠陥の性質を理解することが重要である。窒化膜の電気伝導は、陽極から窒化膜に注

入される正孔の Poole-Frenkel（PF）伝導に支配されていると考えられている。我々は過去の研究

において、窒化膜に高エネルギーの紫外線を照射した後のシリコン窒化膜の伝導電流が、紫外線

を照射していない場合に比べて著しく増大することを見出した[1] [2] [3]。本研究の目的は、組成の

異なるシリコン窒化膜に対して紫外線照射を施し、窒化膜の伝導電流の変化を調べることである。 

【実験方法】本研究では、p 型（100）シリコン基板上

に組成の異なる 2 種類のシリコン窒化膜を堆積した

（Table 1 に示す）。これらの試料を A1, C1と呼ぶこと

とする。これらの試料に対して、室温の窒素雰囲気で

紫外線（波長 254 nm, 4.9 eV）を照射した後、水銀電極

を形成してシリコン窒化膜の電流-電圧特性の測定を行

った。 

【実験結果と考察】Fig. 1 に、窒化膜単層膜の負ゲート

バイアスにおける電流密度-電界（Jg-En,ave）特性を示す。

紫外線照射を行っていない試料 A1, C1（0 J/cm2）の電

流密度を比べると、試料 C1 の電流密度が試料 A1 よ

り高い。紫外線照射（626.2 J/cm2）を施し Jg-En,ave特性

を測定したところ、試料 C1 の電流密度は著しく増加

したのに対して試料 A1 の電流密度の増加はわずかで

あった。この電流密度の増加量の違いは、N/Si 比の違

いによると予想される。また、試料 C1 に紫外線照射を

施し ESR測定を行ったところ、常磁性欠陥の生成が確認

された。当日は、常磁性欠陥と電流の関係についても

議論する予定である。 
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Table 1 試料作成条件 

Fig. 1 負ゲートバイアスを印加した

窒化膜単層膜の Jg-En,ave特性。 

紫外線照射量が 0及び 626.2 J/cm2の

場合 
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